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Метою роботи є розробка плазмових технологічних пристроїв і їх комбінацій для використання в
технологічній установці, що призначена для проведення комбінованого технологічного процесу зміцнення
робочих поверхонь металевих деталей. При розробці технологічної установки дотримувались вимоги
відповідності всіх її складових критеріям прогресивності при умові компонування технологічних пристро-
їв в межах робочої камери стандартної вакуумної установки. Розглянуто особливості конструкції і функ-
ціонування технологічних плазмових пристроїв, які побудовані на використанні фізичних ефектів взаємо-
дії концентрованих потоків енергії з поверхнею. Для проведення іонно-променевої і іонно-плазмової об-
робки внутрішніх і зовнішніх поверхонь деталей розроблено, виготовлено і випробувано декілька моделей
автономних іонних джерел і магнетронних розпилюючих систем. Розглянуто особливості функціонування
і практичного використання різних конструктивних схем побудови вакуумно-плазмової установки для
обробки деталей різних конфігурацій. Вироблено рекомендації щодо оптимального складу технологічних
пристроїв і конструктивних схем вакуумно-плазмової установки для проведення комбінованої обробки
деталей з внутрішніми і зовнішніми робочими поверхнями.

Ключові слова: комбінована технологія, іонно-плазмова технологія, іон-
но-променева технологія, магнетронна  система, що розпиляє, прискорювач
із анодним шаром.
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